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(57) Abstract: The invention relates
3 to an organic field-effect transistor
with an improved performance.
The output current is increased by
8 the arrangement of several current
channels on the OFET, all of which
contribute to the output current.
;- By positioning the source and
drain electrode on a plane which
is not parallel to the surface of the
é substrate, it is possible to reduce the

3 I-—_W / distances between the source and the

\ drain in relation to those previously
attainable.  This produces shorter

L( I__N ‘ current channels with faster switching

< speeds. Finally, the invention relates
| to integrated circuits, which are

stacked on a substrate to save space.

(57) Zusammenfassung: Die

1 Erfindung betrifft einen organischen

Feldeffekt-Transistor mit erhShter

Leistungsfahigkeit. Der Ausgangs-

strom wird durch den Aufbau mehrere Stromkanile auf dem OFET, die alle einen Beitrag zum Ausgangsstrom liefern, gesteigert.

Durch eine Anordnung der Source und Drain Elektrode nicht auf einer Ebene parallel zu der Oberfliche des Substrats wird es

moglich, geringere Abstidnde zwischen Source und Drain zu realisieren, als sie bisher zugénglich waren. Damit ergeben sich

kiirzere Stromkandle mit schnelleren Schaltgeschwindigkeiten. SchlieBlich betrifft die Erfindung integrierte Schaltungen, die
platzsparend auf einem Substrat durch Stapelung angeordnet sind.
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